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Motivation: absorbeurs basses fréequen:

Superposition of Plane Waves to Create Standing Wave
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Motivation: absorbeurs basses fréequen:

Réponse en fréquence dans la salle
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Motivation: absorbeurs basses frequent
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Absorbeurs SU I G RS f QI

C inefficacité aux basses fréquences (rdgk)
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Absorbeurs SU I G RS f QI
C basstraps (absorbeurs & membrane)

Efficacite basseéquences (limitée autour de la
frequence de resonance)
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Plan de la présentation

Alntroduction

AAbsorbeurs électroacoustiques
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2. Absorbeur électroacoustique
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Absorbeur électroacoustique
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Absorbeur électroacoustique
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Absorbeur électroacoustique

1. CII‘CUIt Electrique ouvert (1I=0)
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Absorbeur électroacoustique

1. CII‘CUIt Electrique ouvert (i=0)
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Absorbeur électroacoustique
2. shunt RLC
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Absorbeur électroacoustique
2. shunt RLC
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Absorbeur électroacoustique actif

3. «directimpedancecontrol»

condition for acoustic impedance matching
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Absorbeur électroacoustique actif

3. «directimpedancecontrol»
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Absorbeur électroacoustique actif

nd | LILINPOKS LJ NI aéeyiKsas
SP(s) = Zm(s)V(s)— BlI(s)
E(s) = Z.(s)I(s)+ BlV(s)
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Absorbeur electroacoustigue actif
4.0 LILIN2 OKS LJ NJ aeyiKsasS RQ

Relation entre impédances électrique et acoustique

C identification de la charge électrique permettant de réaliser une
certaine impédance acoustique

+

!e Méthodologie:
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2. ldentifier la charge électrique correspondaxif,
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Absorbeur électroacoustique actif
nd | LILINPOKS LJ NJ aéyiKsas
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Absorbeur électroacoustique actif
4.1 LILIN2 OKS LJ NJ aéyiKsasS RQ

Réalisation analogique comple&e implémentation numérique

A Design de filtres numériques (p.ex. sur FPGA) réalisant la fonction de
transfert (,,(w)) désiree
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Absorbeur électroacoustique actif

Bruel&Kjaer power Bruel&Kjaer Pulse
amplifier 2706 multichannel analyzer
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Absorbeur électroacoustique actif

ISO 10534 : acousticimpedance

measurementtechnique
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Measurements (specs)
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Absorbeur électroacoustique actif

5. Nouvelle approche:specificfeedforward»

[ QF RYA UGy QSe cBriipSrie toNne) uescommande en courant,
partir de lafeme.

[ QOARSS Said RS NFpadh preSsHoNacausiguz S G Sy a A

Cette nouvelle technique a été identifiee comme améliorant la stabilité en bouc
fermée C extension de bande passante)
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Absorbeur électroacousti

ue actif

5. «specificfeedforward»

| SES——

|I|-$

On parttoujoursde laconsigneR QA Y LJ&éolusﬁ@éfg

. ﬂ,ﬂ/[ i
4, . = Jw + Rat +
Sd ' JwSdaCme

“at

controller

Encombinantla technique desnthéseR QI R Y Adledtriqyeé&l 8ne approche

de contrblevia uncapteur(microphone) et urcontroleurnumérique
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IN | i
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specificfeedforward

Fonctionde transfert (0C i) U ;: 3

s =Z + Bli .

%esdp_ nVEBI 2 w=P =z | g
raveci = Qp v §- BRQ, P

Z

=at
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Always stable (only dependant on the coupling with the room)
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Absorbeur électroacoustique actif

5. «specificfeedforward>

Electroacoustic
Absorber

IeS wP = Z,(Wv+ BRQ (W) p
I
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ﬂ III.
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[ hpédance acoustique ciblg,
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fonction de transfert du controleur:
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Absorbeur électroacoustique actif

Implémentation:
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Absorbeur électroacoustique actif

ISO 10534 : acousticimpedance
measurementtechnique

Admittance acoustique mesurée
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